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Наряду с высокой термостойкостью и твердостью карбиды металлов переходной группы обладают хорошей электропроводностью и низкой скоростью испарения, что позволяет использовать карбиды тугоплавких металлов, например, в качестве антиэмиссионных покрытий в производстве приборов электронной техники.

Использование вакуумно-дуговых устройств позволило отработать на практике процессы плазмохимического синтеза карбидных соединений. Для этого в рабочий объем вводится углеродосодержащий газ. В результате протекающих при высокой температуре плазмохимических реакций происходит разложение углеводорода с образованием атомарного углерода, вступающего во взаимодействие и образующего карбидные соединения. Изменяя контролируемым образом параметры плазменного потока: концентрацию заряженных частиц и сопровождающее магнитное поле, а также потенциал, задаваемый на обрабатываемое изделие, и давление реакционного газа, удается управлять свойствами конденсата и достигать необходимого качества покрытия.

Элементный состав покрытий определялся методом электронно-зондового микроанализа, основанного на сравнении характеристических рентгеновских спектров анализируемого образца со стандартами известного состава. Фазовый состав формируемых покрытий изучался методом рентгеноструктурного анализа.
Покрытие ZrC имеет хорошо сформированную кристаллическую структуру с преимущественной ориентацией [111]. Кроме этого фиксировались фазы [200], [220], [311], [222]. Покрытия карбида титана TiC обладали преимущественной ориентацией [111], [200], [222], [220], [311].
При исследовании карбида молибдена (МоC) были получены следующие линии: линии максимальной интенсивности [102] и [103], а также [101], [101].
Из полученных линий W2C следует отметить: [321, 302] интенсивность линии 40; [200] интенсивность линии 35; [221, 202] интенсивность линий 35; [040, 023] интенсивность линий 30. При этом в покрытии присутствует WC с линией: [302, 116]. Наличие в покрытии различных фаз карбида вольфрама объясняется сложностью его формирования при обеспечиваемых температурах.
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